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可栂1光に対して透印IでかIDiti気を良く

流す物質を透明導電体と呼ボ=透 明導電

体は,液 品やプラズマディスプレイなど,

電気fl:)」・によりたの透j量/遮断や発光を

制御するデバイスには電極として欠かせ

ないものである.近 年,液 品ディスブレ

イの急速な)午及に伴いっ透剛l導it体の1,1:

要も爆発的に増大している(現 在,透 明

導電体としては,ス ズを添加した酸fヒイ

ンシ
:ウ

エミ(IIttlitllll′l:i11 0xitlc:Iri、()|)か

広く用いられているが,主 成分であるイ

ンジウムは資源として乏しいため,I'I0`

に替わる材料の開発が求められている。

我々は最近,二 酸化チタン (■01,)を用

いた新しい透明導電体θ)開発に成功した.

二酸化チタンは透明ではあるが,そ の

ままでは半導体としての性『1を示し,iti

気を流 しにくい。 しか し我々ιよ,パ ル

スレーザー蒸若法・:を用いて,二 酸化

チタン中の ‐部のチタン原子をニオブ

(Nb)と いう金属元素で「オ|き換えた化

`)
物 (1・il、Nb、〔〕2)を 合成して測定を行い,

この化合物が高い導1li性を示すことを発

見した.図 11よ,ニ オプの置換により電

気抵抗がどのように変化するかを示した

ものである:純 粋な二酸化チタンは,察

温での電気抵抗率が〔)。l Ω cnt程度であ

り,低 温になるほど抵抗か L昇するとい

う, 半導体に牛、冒∫σ)性質を示す, こオしに

対し,数 %の チタンをニオブに置換する

と,室 温抵抗率が 1()l Ω clll台まで低 ド

し,か つ温度の低 ドに従い抵抗も減少す

るという,金 属としての振る舞いをみせ

るようになる。また,図 2に 示すように,

薄膜は透明である (膜I享5〔)l:Il)で透過

率 〔)5%上又11). こオヒらのキtilll:は, 11・()に

:まば匹敵する,

なぜニオブ踏換により導電性が生じた

かであるが。これはた素の価数を考える

とFI!角ギしやすいゃ二酸化チタンにfTまれ

るチタンの価数はキ4で ある。これに対

し,置 換したニオブは+5価 となってい

ると考えられる,従 って,ニ オブを|ド1換

することにより,1個 の自由電114が11じ.

これが導11_i性を′Jえる(11′1曲1:饉子は1:ヒ磁

波 (光)を 吸収するので,物 質を不透明

にしてしまうが,今 日|,電 子の密度を適

当な価 (10`i佃 /鋼1〕・Fil度)に 調整でき

たため,良 く電気を流し,か つ透明度も

高い材料がf等らオlた。

二酸イヒチタンは光触媒として有名であ

り,実 用fヒも進んでいるが,今 後は同物

質が,広 い意味でのエレクトLlニクス用

材料としても脚光を浴びることを期待し

たい_

|::)バルスレー1ギー蒸,1(1)tlised lasel｀deposi―

:loll:PI′1),:ムと!よ。「lil(本の1):11(11こレー1デー̈

を;Kl,1し。そこから`liした場(l`や

'♪
fなど

を;:t板|に1■∬1させるな」:である. サ́|:熱'|′

鶯ブI」セスであるため,:li:さb、(リツ)よう

な響:安定な化rや物を得やすい:
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